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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Heizvorrichtung fur einen Hochtemperaturmetalloxidsensor 

@ Auf ein Substrat (SUB) sind zwoi Helzleiterbahnen (HL1, 
HL2}, zwal Mafilaiterbahnan (ML1, ML2} und eins mit diesen 
varbundene Haizstruktur (H) aufgabracht. An den an den 
Mefileiterbahnenden angebondeten Drahten (DML) ist etna 
zur Temperatur in Beziahung stahende Spannung (U(S)) 
abgreifbar, welche nicht durch die Heizleitarbahnen (HLl, 
HL2) beainfluQt wird. 
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Beschreibung 


Die Erfindung betriff t eine Heizvorrichtung fQr einen 
Hochtemperaturmetalloxidsensor. ^ . , . 

Aus dem Stand der Technik EP 04 77 394 ist eine 
elektrische Heizanordnung mit einem vorbestimmten 
Temperaturprofil, insbesondere far Abgassensoren be- 
kannt Die elektrische Heizanordnung weist ein nut 
zwei elektrischen AnschluBleitungen verschenes Leiter- 


soweit wie mdglich von der Heizstruktur H entfemt auf 
die Leiterbahnen aufzubonden. Die Drahte DML und 
DHL werden im folgenden auch als AnschluBleitungen 

bezeichneL . ,* u 

Die Heizstruktur H, wie sie in Fig. 1 rechts zu sehen 
\sU hat sich als besonders geeignet erwiesen. 

Bei dem in Fig. 2 gezeigten elektnschen Ersatzschalt- 
bild. der in Fig- 1 dargestellten Heizvomchtung. stellen 
RHl und RH2 die Widerstande der Heizleiterbahnen 


zwei elektrischen AnschluBleitungen versehenes^^^^^ RH ima j^.^ ^^^^^^^^de der MeBleiterbah 

muster auf. wobei das L^.tennuster njehrere par^dld "j^^^f^^^ 


nen MLl und ML2 werden mit RMl bzw. 
net Der Widerstand R(8) der Heizstruktur H hSngt qua- 
dratisch von derTemperaturS ab und errechnet sich zu: 


muster aui, wuuci uo* — — ---- _ . 

eeschaltete Einzelleiter enthait Die elektnschen An- 
fchluBleitungen wcben im Vergleich zu den Einzellei- 
tem einen groBen Querschnitt auf. Um eme konstante 
Temperatur mit dieser Heizanordnung zu erreichen. 
wird die Spannung, die an den zwei elektnschen An- " 
schluBleitungen anliegt. gemessen. Dicse Spannung Bt _^ = 

ein MaB fOr die Temperatur. Da jedoch die elektnschen 
AnschluBleitungen ebenfaUs wie das Leitermuster emen 
ohmschen Widerstand aufweisen. e'^'fP"** "'^SeT- 20 wobei der Strom IH durch die Widerstande RMl und 
sene Spannung der Summe aus den an den AnschluBlei pw, MeBleiterbahnen MLl bzw. ML2 vemachlas- 
tungs^dersttodenundandeml^itennustermdereum^ I^.^LIL da die Me«^g der Spamiung U(S) hochoh- 
abfaHenden Spannungen. Somit «t die gemessene Span- ^J'^^^r^^u^h jie an den Widersttoden RMl und 
nung mit einem durch die AnschluBleitungswiderstSnde ^/^'f^^'^l'^jerbahnen MLl bzw. U12 abfaUenden 
bedingten MeBfehlerbehaftet. „„i_„^^h. 25 Spannungen sindvemachiassigbar. 

Bei einem Temperaturbereich von 600-1000 Cjt 
mit der Erfindung die Temperatur auf ±10 C genau 

^^Die^MaBe der Heizleiterbahnen HLl und HL2 und 


eamgien meoiciu^?! uciuuv^.^ ^ 
DiTAufgabe der Erfindung tst es. eme Heizvomch- 
tung anzugeben, mit der die am Heizelement vorhande- 
ne Temperatur m5gUchst exakt meBbar ist und bei der 
der Warmeverlust aufgrund der Zuleitungen und der 
MeBleitungen minimal ist 


eBleitungen minimal ist -o 30 H**r MeSleiterbahnen MLl und ML2 kdnnen an die je 

DieAufgabewirddurcheineVomchtunggemaBdem 30 der Me6lerter^«^^^^ 


Patentanspruch 1 gelost . 

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. . o \r^^ 

So hat die Vorrichtung gemSB Anspruch 2 den Vor- 
teil, daB sie fOr Umgebungsteraperaturen zwischen 600 
und 1000** C geeignet ist ^ . ^ . -^n^u 

Die Vorrichtung gemSB Anspruch 4 hat zusatzhch 
den Vorteil daB der Warmeveriust durch die Heizleiter- 
bahnen minimiert wird. 


weiUgeSpezifikationangepaBt werden. . - 

Die Schichtdicke der Leiterbahnen HLl. HL2, ML-i 
und ML2 und der Heizstruktur H wurde auf 5 um fest- 

^^Ei^an die DrShtc DHL angelegter HeLzstrona tH 
flieBt durch den Widerstand RHl der Heizleiterbalm 
HLl. durch den Widerstand R(a) der Heizsmiktur H 
und auch durch den Widerstand der^*^^^^^^^^ 
bahn LHZ Die gemessene Spannung U(S) kann mit e - 
« .1 wi-T-H^n Rei emer eventu- 


ihnen minimiert wird. ciolknannune verelichen werden. Bei emer cventu 

BeiderdenVorrichtungengem&BAi^prudiSodere « foU^P^S ^ der Heizstrom IH entspnrchen. 


Bei der den vomcntungen gcmw r^y^ -w. 

wird die Warmeverlustleistung nochmals vemngert. 
Die Erfindung wird anhand zweier Figuren naher er- 

*^ fS^I zeigt den prinzipieUen Aufbau der Heizvonich 

"^g. 2 zeigt das zuFig. 1 gehSrige elektrische Ersatz 

'"'mf i^FIg.l gezeigte Heizvorrichtung einen 
HochtemperatunnetaUoxidsensor weist em Substrat 
SUB auf. auf das in Dickschichttechnik beispielsweise so 
durch Siebdnick Platinleiterbahnen aufgebracht smd In 
Fib 1 ist rechts die Heizstruktur H gezeigt, die uber 
r;VHeJeLterbahnenHLl.Hl^mitaufdi^^^^^ 
bahnen HL l. HL2 aufgc'^ndeten PUtinth|MenOT^ 
^j^rbuHdiB^i^DurehcUesentoordnun^ 
Strom IH. Weherhin ist die Heizstruktur H Ober zwei 
MeBleiterbahnenMLl.ML2m.tweUerenPlatir^hten 
DML vcrbunden. an denen die an der Heizstnjktur H 
abfallende Spannung U(S) gemessen wuU 

Weil der gesamte Sensor und somit auch die HeKvor- 
richtung in einem Temperaturbereich fO<L-?^ 
1000°C betreibbar sein muB milssen die Drahte DHL 
3^DML,dieHei2leiterbahnenHLlundHL^dieMeB. 

leiterbahnen MLl und ML2 und die Heiptniktur H aus 
einem Material gefertigt sein. das far diesen Tempera- 
turbereich geeignet ist. wie beispielsweise Platin- 

Um zu vemieiden, daB wanneenergie Qber die Pla- 
tindrShte DHL und DML abgcgeben wird. smd diese 


ner soiispannung vcrsui;ucu s^m — . j 

eUen Abweichung kann der Heizstrom IH entsprechend 
nachgefuhrt werden. , . 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung eignet sich in 
Verbindung mit dem Hochtemperatursensor, der als 
45 Abgassensor fur den Einsatz im Abgastrakt ernes Ver- 
brennungsmotors ausgeffihrt ist, beispielsweise fOr 
Kraftfahrzeuge. 
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PatentansprQche 

1. Heizvorrichtung fur einen Hochtemperaturme- 
talloxidsensor, , . ^ 

_ bei der ein Substrat (SUB) vorgesehen is^ 
auf das zwei Heizleiterbahnen (HLl, HL2), 
zwe i MeBleiterbahnen ( MLl, Mp) imd ejir^ 
mit diesen verbundene Heizstruktur {H) anf-^ 

!! b^f der'Se oder mehrere AnschliiBleitm- 
gen (DHL) an einem von der Heastruktur (H) 
maglichst weit entf eraten Ort auf den Heizlei- 
terbahnen (HLl. HL2)befestigt smd. 
_ bei der eine oder mehrere Anschli^leitun- 
gen (DML) an emem von der Heizstnjktur (H) 
mogUchst weit entfemten Ort auf den MeBlei- 
terbahnen (HLl. Hl^) befestigt s"n«i. 
2. Vomchtung nach Anspmch 1. bei der die Heale i- 
TerbXen (HLl, Hl^X die MeBleiterbahnen (MLl. 
MIJ2)unddie He-.zstniktur(H)Platm aufweisen. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2. bei der die 
Heizstruktur (H) zwei ineinander gelegte Heiz- 
schleifen aufweist . 

4, Vorrichtung nach einem der AnsprOche 1 —3, bei ^ 
der die Lange einer Heizleiterbahn (HLl. HL2) so 
lang wie m5glich vorgesehen ist 

5 Vorrichtung nach einera der Ansprtiche 1 —4, bei 
der die Heizleiterbahnen (HLl, HL2). die MeBlei- 
terbahnen(MLl,ML2)und die Heizstruktur (H) in 

Dickschichttechnik ausgefOhrt sind 

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 —5, bei 
der die Dicke der Heizleiterbahnen (HLl, HL2) der 
MeBleiterbahnen (MLl, ML2) und der Heizstruk- 
tur (H) 5 jim betragt . 15 

7. Verfahren zura Betricb der Vorrichtung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 —6, 

— bei dem an die Heizleiterbahnen (HLl, 
HL2) ein regelbarer Heizstrom (IH) angelegt 

— ^ei dem an den MeBleiterbahnen (MLl, ^ 
ML2) eine Spannung (U(S)) abgegriffen wird, 
die ein MaB fOr die Temperatur der Heizstruk- 
tur (H) darstellt, 

— bei dem der Heizstrom (IH), abhangig von ^ 
der Spannung (U(a)), eingestellt wird 

8. Verwendung der Vorrichtung nach einem der 
AnsprQche 1-7, bei einer Temperatur im Bereich 
von 600*' C bis 1000'* C 

9. Verwendung der Vorrichtung nach einem der ^ 
Ansprflche 1 — 8, fOr einen Abgassenson 
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